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はじめに 近年、CH3NH3PbI3を用いたペロブスカイト太陽電池が変換効率 20％以上であることか

ら注目されている。しかし、有毒な鉛を含有していることから、その代替として錫ぺロブスカイ

ト CH3NH3SnI3に関心が集まっている。ただし、その変換効率は 6 %程度と低い。そこで、我々は

誘電体物性評価の視点から、錫ペロブスカイト内部の電界を直接測定する手法として電界誘起光

第 2 次高調波発生(EFISHG)法に注目してきた[1]。今回は、錫ペロブスカイトから発生する SHG

の電界依存性を確認できたので発表する。 

実験 Fig. 1(a)にサンプル構造を示す。PMMA は電気的短絡を防ぐ絶縁層である。ペロブスカイ

トは、GBLと DMSOの混合溶媒（体積比 7:3）に SnI2（1 M）と CH3NH3I（1 M）、SnF2（0.2 M）

を溶かした溶液を、グローブボックス内でスピンコート法により堆積させた。なお、緻密なペロ

ブスカイト膜を得るためにスピンコート過程で貧溶媒のトルエンを滴下した。SH スペクトルの測

定は、サンプルに 0 Vバイアスを印加した状態で、照射するレーザー光の波長を 1120 nmから 800 

nmまで変化させ、発生した半波長の SH 光の強度を光電子増倍管(PMT)により測定した。 

結果と考察 Fig. 1(b)に SH スペクトルの測定結果を示す。波長 530 nmにおいて明瞭なピークが

確認できた。次に、測定する SH光の波長を 530 nmとし、ステップ印加電圧の振幅を 0V→8V→

0V→-8V→0Vの順に変化させたところ、SH強度は Fig. 1(c)のように外部印加電圧に依存して線形

に変化することが明らかとなった。 

結論 錫ペロブスカイトから発生する SHG は外部印加電圧に依存して変化することが明らかと

なった。これは錫ペロブスカイト内部の電界が測定可能であることを示唆している。今後は

EFISHG 法により太陽電池構造における錫ペロブスカイト層の電界を測定し、光起電力効果と内

部電界の関係を明確化する予定である。 

 

Fig. 1(a) The sample structure. (b) SH spectrum of tin perovskite. (c) Voltage dependence of the SH intensity at 530 nm. 

[1] 野間, 田口, 間中, 岩本, 2017年応用物理学会春季学術講演会 16p-P6-31. 
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